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FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation s
Silizium-npn- und -pnp-Leistungstransistoren
in Epitaxie-Planar-Technologie SD 346,348,350
Applikationsschaltungen
Herstsller: VEB Mikroeiektronik ,,Anna Seghers” Neuhaus TGL 39125
Grenzwerte (im Betriebstemperaturbereich) Kurzcharakteristik
Parameter g.ur;z.eichen/ SD 345/346 SD 347/348 SD 349/350 e Die Transistoren der Typenreihe
inheit SD 345/SD 350 besitzen ein Plastge-
Koliektor/Basis-Spannung [Usol [V] 45 60 80 hduse der ) Ba.luform N nach
Kollektor/Emitter-Spannung [Ukol [V] 45 60 80 TGL 11811 ahnlich SOT32.
Emitter/Basis-Spannung [Ugao| V] 5 e Die Transistoren sind nach ihrer
Kollektorstrom I [A] 3 Spannungsfestigkeit klassifiziert.
Kollektorspitzenstrom el [A] 6 o Eine Selektierung nach Stromver-
Basisstrom [Ts} [A] 1 starkungsgruppen erfolgt durch den
Gesamtverlustleistung (8, =25°C) P, w] 20 Hersteller nicht
Gesamtverlustleistung (8, =40°C) Py, W] 1,25 . .
Sperrschichttemperatur Py rc) 150 ® fﬁmplzmentarpaare mussein vom
Betriebstemperaturbereich 9, [*C] —55...125 wender zusammengestellt wer-
Wirmewiderstand Sperrschicht/Luft Ry, [K/W} =100 den.
Sperrschicht/Gehiuseboden Rypje [K/W] <6,25
Kennwerte (statisch/dynamisch bei 4, = 25°C — 5K) Vorzugsanwendungen
Parameter Typen  Kurzzeichen/ SD 345/347/349  SD 346/348/350 ® komplementire NF-Leistungsend-
(Bedingungen) Einheit (npn) (pnp)
stufen
min. typ. max. min. typ. max. @ Treiber in Quasikomplementirend-
stufen bei  NF-Leistungsverstir-
Kollektor/Basis-Durchbruch- kern
oy | SDIME Voo 15 B o Lestunpscter
el ) SD 349/350 20 80 ® Motorregelschaltungen
Kollektor/Emitter-Durchbruch- ® Lings- bzw. Paralleltransistor in
spannung’ SD 345/346 Ugmeso [V] 45 —45 Spannungsstabilisationsschaltungen
(I1c] = 100 mA) SD 347/348 60 —60 e Lingstransistor in Regelnetzteilen
SD 349/350 80 ~80
Kollektor/Emitter-Durchbruch-
spannung! SD 349/350 Uggycer [V] 93 -105
(Rge = 1k0Q, |I.| = 100 mA) Nebenanwendungen
Emitter/Basis-Durchbruchspan-
nung (|Iz| =1 pA) Ugrieso V] S -5 . . ~ R
Kollektor/Basis-Reststrom Teso (uA] <ol . 01 -1 ° Endstufejntranm'storen in KW-Sen
(|Ucsl=30V) ’ ’ dern kleiner Leistung
Kollektor/Emitter-Reststrom Ieeo [HA] ® Basis/Emitter-Strecke als Tempera-
(|Uge| =45V) SD 345/346 <1, 30 -16 -100 tursensor
(Ul =60V) SD 347/348 <1 30 -16 -100 o SD 349/350 als Endstufentransistor
(JUcs} = 80V) SD 349/350 <1 30 ~16 —100 in Oszilloskopen
Kollektor/Emitter-Reststrom Leer [uA]
(Rge = 1kQ)
([Uge|=45V) SD 345/346 0,5 50 -100
(|Uce|=60V) SD 347/348 0,5 50 -100 Vergleichstypen
({Uce] =80V) SD 349/350 0,5 50 -100
Emitter/Basis-Reststrom I Al <107 10 -107 -10 .
([Une| = 5V) mo WAl e ihnlich Typenreihe BD233/BD 238
Kollektor/Emitter-Sattigungssp.!  Ucgw  [mV] 250 1000 —-300 -1000 von Telefunken und Valvo
(Ilc|=2A,1,=024) o Unterschiede in Spannungsfestigkeit
Basis/Emitter-Sittigungssp.' Uppsa V] 1115 -0 -15 und Transitfrequenz beachten [2]
(Icl=2A,1,=0,2A)
Basis/Emitter-Spannung' Use "] 0,8 1,2 -0,8 —12
(Ieg)l =2V, 1Ic=2A) 7,5 2.8 $3,2
Gleichstromverstiirkung Noie Rt i i B !
(1c| = SmA, Ugy = 10V) 25 120 25 100 r R
(Ie] = 0,5A, Ugg =2V)! 40 125 250 40 90 250 Iy i+ :{».» 3] o
(Icj =24, U =2V) 25 95 25 60 ik
Paarungsbedingung hygy o | A
(IUce] =2V, 1c=0,5A) by 1,4 < 03 : Py )
Transitfrequenz fr [MHz] } 1,5 1,2
(U] =10V, 1c =02 A, g - z.
f= 20 MHz) 60 110 60 120 0.8 05 3
Schaltzeiten 1
(Ts| =40mA, —{I| =20mA,  t, [ns] 100 100 24 ECB
Ul =22V} to [ns] 240 250
t Bild 1: MaBbild und Anschlulbelegung
1 Messung erfolgt impulsméBig mit -~ = 0,01ms; t, = 0,03 ms des Plastgehiuses N nach TGL 11811
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Grenzkennlinien

Zulidssiger Arbeitsbereich
(SOAR = Safe Operating Area)

Bild 2: Zulassige Gesamtverlustieistung
in Abhangigkeit von Betriebs- und Ge-
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Bild 3: Thermischer Scheinwiderstand
Sperrschicht/Gehause in Abhangigkeit

{SOAR) beim Tastverhiltnis K = 0,01
Applikationsschaltungen

§D 350

4x 8Y 320

Bild 6: Einsatz des SD 350 als Langs-
transistor in einem Netzteil mit
Spannungsstabilisationsschaltung

Bild 7: Anwendung des SD 349 als
Langstransistor in einer Spannungs-
stabilisationsschaltung mit einstell-
barer Ausgangsspannung v
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Bild 4: Zulassiger Arbeitsbereich Bild 5: Zulassiger Arbeitshereich
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Bild 8: Einfacher
3-W-NF-Lei-
stungsverstérker
mit SD-
345/346-Komple-
mentérendstufe

Bei der Anwendung von Leistungstran-
sistoren spielen fiir die Schaltungsdi-
mensionierung neben der zulidssigen
Verlustleistung auch der maximal zu-
lassige Kollektorstrom und die Kollek-
tor/Emitter-Spannung eine wesentliche
Rolle. Allerdings kommen insbeson-
dere bei der Impulsanwendung solcher
Transistoren weitere Faktoren hinzu,
die in der Nihe der zulissigen Gesamt-
verlustleistung zu einigen Besonderhei-
ten fiihren.

Diese werden anhand der SOAR-Dia-
gramme deutlich, die viele Hersteller
fiir Leistungstransistoren angeben. In
diesen sind Strom und Spannung loga-
rithmisch aufgetragen, weshalb die Py,-
Grenzlinie nicht als Hyperbel, sondern
als Gerade mit der Neigung —1 er-
scheint.

Die Grenzen der Gleichstrom- und
-spannungsbelastbarkeit ergeben sich
aus den entsprechenden Maximalwer-
ten. Bei Impulsbelastung steigt die
Strombelastbarkeit mit kiirzer werden-
den Impulslingen bis zum Kollektor-
spitzenstrom; die P,,-Grenzlinie liegt
beim Impulsbetrieb bei viel hpheren
Werten. Allerdings kann in der Nihe
der maximalen Kollektor/Emitter-
Spannung die zuldssige Verlustleistung
wegen des 2. Durchbruchs (stiirker ab-
fallende Gerade) nicht ausgenutzt wer-
den. Dieser kommt bei hdheren Stro-
men und Spannungen durch unter-
schiedliche Stromdichten und daraus
resultierende lokale Uberhitzungen im
Kristall zustande [3].

Die Bilder 4 und 5 2eigen die zulissi-
gen Arbeitsbereiche der Typenreihe
SD 345/350 bei unterschiedlichen Tast-
verhiltnissen und verschiedenen Im-
pulslédngen.

Applikationshinweise

® Der Kollektoranschlu8 ist mit der
Metallfliche des Gehiduses verbun-
den, was bei der Montage an einen
Kiihlkérper beachtet werden mu8.

@ Bei kleineren Verlustleistungen kon-
nen die Transistoren zur Kiihlung
auf (ggf. von der restlichen Schal-
tung isolierte) Cu-Flichen der Lei-
terplatte montiert werden.

® Zur Befestigung des Transistors an
einer Kiihifliche verwendet man
M3-Schrauben. Dabei ist das maxi-
male Anzugsmomentvon50...80Ncm
einzuhalten.
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